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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(§) Verfahren zur Umverdrahtung von Pads beim Waferlevel-Package 

® ErfindungsgemaS ist ein Verfahren zur Umverdrahtung 
von Kontaktpads (7) beim Waferlevel-Package bereitge- 
stellt Urn beim Waferlavel-Package die Anschlusse der 
Charakterisierungspads zum Testen verfugbar machen zu 
konnen, ohne dass die spater fur den Endkunden zugang- 
lich sind, ist vorgesehen, dass die Umverdrahtungslei- 
tung (9.2) uber den Ritzrahmen (11) des Wafers (1) gefuhrt 
wird. 
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Beschreibung 

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren 
zur Umverdrahtung von Pads beim Waferlevel-Package ge- 
maB dem Oberbegriff des Patentanspruches 1 sowie einen 5 
entsprechend hergestellten Chip. 

[0002] Beispielsweise bei Speicherchips gibt es gemaB 
dem Stand der Technik neben den Anschliissen, die fur den 
normalen Betrieb des Bausteins genutzt werden, noch wei- 
tere Anschliisse. Diese dienen der Charakterisierung der 10 
Chips und der Einstellung einiger chipinterner Spannungs- 
werte beim Wafertest. Die Anschliisse werden im normalen 
Package (TSOP oder ahnlich) nicht nach auBen gefuhrt. Da- 
durch werden zum einen Pins am Package gespart und zum 
anderen wird verhindert, dass der Endkunde durch das An- 15 
legen falscher Spannungswerte an diese Anschliisse das 
elektrische Verhalten der Bausteine negativ beeinflusst. Es 
kann dadurch insbesondere auch sicher ausgeschlossen wer- 
den, dass unbeabsichtigt angelegte Spannungen den Chip 
zerstoren. Beim konventionellen Wafertest werden diese 20 
Pads wie auch die zum normalen Betrieb des Chips genutz- 
ten Pads mittels einer Priifkarte kontaktiert und so eiektrisch 
zuganglich gemacht. 

[0003] Weiterhin ist es gemaB dem Stand der Technik be- 
kannt, ein sogenanntes Waferlevel-Package bereits vor dem 25 
ersten Test auf Waferebene aufzubringen. Beim Test des 
Wafers, der bereits mit einem Waferlevel-Package prozes- 
siert ist, konnen nun jedoch keine Priifkarten im herkommli- 
chen Sinn mehr verwendet werden, sondern es mussen die 
vorhandenen Anschliisse, wie z. B. Solderbails oder Micro- 30 
Springs, zur elektrischen Kontaktierung genutzt werden. 
Das bedeutet jedoch auch, dass die Charakterisierungspads 
des Chips durch eine Umverdrahtung auf Anschliisse ge- 
fiihrt werden mussen, die von auBen eiektrisch abgreifbar 
sind mit den oben beschriebenen Nachteilen. 35 
[0004] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein 
Umverdrahtungs- Verfahren fur ein Waferlevel-Package be- 
reitzustellen, das die obigen Nachteile vermeidet. 
[0005] ErfindungsgemaB ist dies bei einem Verfahren mit 
den Merkmalen des Patentanspruches 1 erreicht. Die L6- 40 
sung besteht darin, die Umverdrahtung der Charakterisie- 
rungspads, also die Verbindung zwischen den Pads und den 
Anschliissen des Waferlevel-Packages, z. B. Micro-Spring 
oder Solderball, iiber den Ritzrahmen des Wafers zu fuhren. 
Die Charakterisierungspads sind damit uber die Anschliisse 45 
des Waferlevel-Package zuganglich, solange der Wafer noch 
nicht gesagt ist. Nach dem Sagen ist der Ritzrahmen ver- 
schwunden und die Umverdrahtungsleitung durchtrennt. 
Ein extra Prozessschritt zum Auftrennen der Leitungen kann 
erfindungsgemaB bei der Herstellung des Halbleiterproduk- 50 
tes entfallen. ErfindungsgemaB sind also beim Waferlevel- 
Package die Anschliisse der Charakterisierungspads zum 
Testen verfugbar gemacht, ohne dass sie spater fur den End- 
kunden zuganglich sind. 

[0006] Die eiektrisch nun nicht mehr mit dem Chip ver- 55 
bundenen Anschliisse/Kontaktelemente konnen vorteilhaf- 
ter Weise mechanische Aufgaben ubemehmen, wie die Ver- 
besserung der Stabilitat und Steifigkeit des Chips. Derartige 
"Stiitzballs" sind schon jetzt bei einigen Package-Designs 
vorhanden. 60 
[0007] Die technische Realisierung der erfindungsgema- 
Ben Umverdrahtung ist auch insofem einfach, wenn sich die 
Charakterisierungspads am Rand des Chips in der Nahe des 
Ritzrahmens befinden. Die entsprechenden Umverdrah- 
tungsleitungen verlaufen dadurch iiberwiegend auf dem 65 
Ritzrahmen - der Platzbedarf der Umverdrahtungleitungen 
auf dem Chip selbst ist entsprechend gering. 
[0008] Mit der einzigen Figur ist das erfindungsgemaBe 
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Umverdrahtungsverfahren sowie dadurch das Verfahren zur 
Herstellung des Halbleiterproduktes veranschaulicht und ist 
ausschnittsweise ein entsprechendes Halbleiterprodukt am 
Beispiel eines Speicherchips schematisiert dargestellt. Auf 
einem Wafer 1 sind zahlreiche Speicherchips 3 angeordnet. 
Der Chip 3 weist jeweils beidseitig drei Spalten von An- 
schlusspins 5 in Form von Solderbails sowie dazwischen 
zwei Spalten von Kontaktpads 7 auf. Dabei dienen je Chip 
typischer Weise etwa 6 bis 10 der Kontaktpads als soge- 
nannte Charakterisierungspads des Chips. Zu Testzwecken 
werden bestimmte Anschlusspins 5 mit bestimmten Kon- 
taktpads 7 uber eine Umverdrahtungsleitung 9 eiektrisch 
miteinander verbunden. Dazu werden erste Umverdrah- 
tungsleitungen 9.1 auf dem Chip 3 selbst ausgebildet, wah- 
rend zweite Umverdrahtungsleitungen 9,2 uber einen Ritz- 
rahmen 11 des Wafers 1 gefuhrt werden. Ohne die Umver- 
drahtung ist die Speicherschaltung (nicht gezeigt) lediglich 
mit den Kontaktpads 7 verbunden. Durch die Umverdrah- 
tung wird nun die Speicherschaltung uber bestimmte An- 
schlusspins 5 mit den Kontaktpads 7 verdrahtet. Die Cha- 
rakterisierungspads 7 sind damit uber die Anschliisse bzw. 
Anschlusspads 5 eines Waferlevel-Package zuganglich, so- 
lange der Wafer 1 noch nicht gesagt ist. Durch das Sagen des 
Wafers 1 verschwindet der Ritzrahmen 11 und die durch die 
uber den Ritzrahmen gefiihrten zweiten Umverdrahtungslei- 
tungen 9.2 realisierte Verdrahtung wird aufgehoben. Die 
Charakterisierungspads 7 sind nicht mehr leitend mit den 
entsprechenden Anschlusspads 5 verbunden. Die durch die 
ersten Umverdrahtungsleitungen 9,1 realisierte Verdrahtung 
der fur den normalen Betrieb des Chips notwendigen Steue- 
rungs- und Datenleitungen sowie der Stromversorgung 
bleibt im Gegensatz dazu unverandert bestehen. 
[0009] Aus Vereinfachungsgriinden sind in der Figur nicht 
alle Umverdrahtungsleitungen 9 dargestellt. Weiterhin sind 
auch die vorhandenen Speicherzellen und Logik-ZInterface- 
schaltungen des Chips 3 nicht gezeigt. 

Bezugszeichenliste 

I Wafer 
3 Chip 

5 Anschlusspin 

7 Kontaktpad 

9 Umverdrahtungsleitung 

9.1 erste Umverdrahtungsleitungen 

9.2 zweite Umverdrahtungsleitungen 

II Ritzrahmen 

Patentanspruche 

1. Verfahren zur Umverdrahtung von Kontaktpads (7) 
eines Chips (3) beim Waferlevel-Package, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Umverdrahtungsleitung (9.2) 
uber den Ritzrahmen (11) des Wafers (1) gefuhrt wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dass die Umverdrah- 
tungsleitung (9,2) liber einen GroBteil deren Lange auf 
dem Ritzrahmen (11) gefuhrt wird. 

3. Halbleiterchip mit Kontaktpads (7) und Anschlus- 
spins (5), von denen einige jeweils miteinander iiber 
eine Umverdrahtungsleitung (9.1) zu Testzwecken 
eiektrisch verbunden sind, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Umverdrahtungsleitung (9.2) iiber den Ritz- 
rahmen (11) gefuhrt und dadurch unterbrochen ist. 
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